
1. α) Σε ποιά περίπτωση τα υψηλής αντίστασης εισόδου MOSFET πρέπει να οδηγούνται από κυ-

κλώματα οδήγησης χαμηλής αντίστασης; β) Latchup : συνθήκες εγκατάστασης - σχολιασμός - αποτροπή.

2. Το διάγραμμα του Σχ. 1 απεικονίζει τη σύνθεση 3 συναρτήσεων. α) πως ορίζονται;, β) τι περιγρά-

φουν, γ) Σημειώστε τα φυσικά μεγέθη στους άξονες αντί των x, y. Σχολιάστε.

3. Η ολοκληρωµένη αντίσταση του σχήµατος 2 πρόκειται να κατασκευαστεί σε δισκίδιο Si µε τη

µέθοδο της διάχυσης προσµίξεων βορίου (B). Εάν η απαιτούµενη τιµή της είναι 56kΩ και το βάθος διάχυ-

σης t = 1µm να προσδιοριστούν : α. Η αντίσταση φύλλου Rs και η ειδική αντίσταση ρ. β. Η µέση συγκέν-

τρωση ΝΒ των προσµίξεων βορίου που πρέπει να

εισαχθούν. Εάν αντί βορίου χρησιµοποιηθεί αρσενικό (As)

µε την ίδια γεωµετρία και τιμή αντίστασης, ποιά η απαι-

τούµενη συγκέντρωση ΝAs ; (Οι διαστάσεις του σχήματος

είναι υπό κλίμακα. Σφάλµατα πλάτους και γωνιακών τε-

τραγώνων να µη ληφθούν υπόψη. Οι παράµετροι υπολογί-

ζονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος - Δίδονται: e =

1.6*10-19 C, μn = 1350 cm2/ V*s, μp= 450 cm2/ V*s.

4. Eάν με τα σύμβολα w, �, παριστάνουμε το εύρος και το μήκος αντίστοιχα του διαύλου σε ένα ολο-

κληρωμένο τρανζίστορ MOS, τότε, ο λόγος w/� πρέπει να λαμβάνει μέγιστη ή ελάχιστη τιμή, ώστε να συμ-

περιφέρεται επωφελώς η διάταξη από άποψη α) ταχύτητας, β) κατανάλωσης, γ) εκλυόμενης θερμότητας

και δ) απόδοσης; Nα γίνει σχολιασμός.

5. α) Nα γίνει φυσικός σχεδιασμός πύλης NAND δύο εισόδων με τεχνολογία CMOS. β) Να γίνει συμ-

βολικός σχεδιασμός πύλης NAND δύο εισόδων με τεχνολογίες CMOS και NMOS και συγκριτική αξιολόγηση

των δύο τεχνολογιών.
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